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プラズマを用いた Siおよびそれに関連した膜の堆積やエッチングにおいて，原料およびエッチ

ャントに含まれる水素が重要な役割を果たすことが知られている。これらのプロセスの制御には，

水素の吸着状態を知ることが重要である。今回，Si(100)面に基板バイアスを印加した状態で，水
素プラズマを曝露した際の Si中の水素の吸着状態，およびその基板温度依存性を調べたので，報
告する。  
水素の吸着状態は， Siをプリズムとして用いた多重内部反射赤外分光法(MIR-IRAS)による「そ

の場」計測により調べた。プラズマは，石英ガラス管に巻かれたコイルに高周波 (RF: 13.56MHz) 
電力を印加して，生成した。Siプリズムを固定した銅製のサンプルホルダにはヒータとアルメル・
クロメル熱電対が備えられ，基板温度を制御した。サンプルホルダには基板バイアスを 800kHz
の高周波電力により与えた。水素プラズマは，水素の流量を 1 sccm，水素圧力を 50 mTorrに設定
して 30Wの RF電力を印加して，生成した。 
右図に，－150Vの基板バイアスを与えた状態で，

水素プラズマを 30分間曝露した際に得られた赤外
吸収スペクトルである。基板温度が室温近くの場

合には，2100cm-1
付近を中心とするアモルファス

状の SiH2に起因ずるピークが得られた。基板温度

を 70℃にすると，SiH2の形成が抑えられ，アモル

ファス状の SiH の形成が優先されることが分かっ
た。さらに，基板温度が 200℃にした場合には，ア
モルファス状の SiH2や SiH成分は形成されにくい
一方，Si-Si 中に水素が入り込むことにより生じる
IH2やSiの原子欠陥近傍に3つの水素が存在するこ
とによる VH3が形成されることが分かった。 
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(図) 基板バイアスを印加して水素プラズ
マを曝露した際の Si 基板の赤外吸収スペ
クトルおよび，基板温度によるスペクトル

の変化 
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